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　第３章は，CdSe/CdS core/shell 量子ドットから MV2+ へのホット電子移動に関するものである。フェム
ト秒状態選択励起とブリーチ収率を駆使する事により，量子ドットのバンド端（1S）励起では，電子移動は





　第４章では，量子井戸型構造を持つ CdSe ナノプレートレットとアクセプター分子 MV2+ との電子移動反
応メカニズムを解明している。Heavy hole のブリーチダイナミクスと MV+ カチオンラジカルの生成ダイナ
ミクスを解析し，sub ps と ps オーダーの２種類の電子移動過程がある事を見いだした。また，ホット電子
移動過程は存在せず，高励起状態の電子は優先的にフォノン放出によってバンド端まで緩和し，そこから電
子移動することを見出した。更に2種類の電子移動は，種々のサイズを持つナノプレートレットの電子移動





の粒径が1.3 nm から2.6 nm と大きくなるにつれキャリア移動の速度が速くなること，装置応答関数（〜 60 
fs）よりも速い超高速キャリア移動と ps オーダーのキャリア移動がりあり，PbS 量子ドットに於ける波動



















































　本論文の内容は，第一著者の論文として J. Phys. Chem. C に２編掲載されており，１編が投稿中となって
いる。さらに関連する共著論文が J. Phys. Chem. C，J. Phys. Chem. B，ACS Nano に公表されている。また著
者は，６回の国際会議で本論文の内容を発表しており，Yamada Conference （International Conference on 
Nanostructure-enhanced Photo-energy Conversion）では Best Poster Award を，国内学会では第54回光化
学討論会で優秀学生発表賞を，第９回分子科学討論会では分子科学会優秀講演賞を受賞している。審査委員
会は，本論文の内容を中心に面接をし，入念な質疑応答を行うと共に公開の論文発表会を行い，申請者が自
立して研究活動を行うのに必要な学識と研究能力を有していると判断した。
－ 4 －
　以上のことより，審査員会は本論文の著者が博士（理学）の学位を授与されるに足りる十分な資格を有す
るものと判定する。
